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 Co/Pt/r面配向 Cr2O3積層膜の磁気特性とホール効果 

 Magnetic Properties and Hall effect of Co/Pt/r-plane oriented Cr2O3 Multilayer 
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1. 背景・目的 

現在、不揮発性メモリの低消費電力化、高密度化に関する研究が盛んに行われている。我々は、

Co/Pt/r面配向Cr2O3積層膜を作製し、室温において電場印加による強磁性(FM)層の磁化反転を目的

としている。Cr2O3はコランダム構造を有する反強磁性(AFM)で、同時に電場印加により磁化が誘

起される電気磁気(ME)効果を示す物質として知られている[1-3]。FM/ AFM積層膜界面における磁気

的交換相互作用によって、FMの磁化曲線がシフトする。シフトする磁場を交換バイアス磁場(HEB)

と呼び、積層膜界面のAFMスピンの大きさに比例する事が報告されている[1,2]。Cr2O3のr (1-102)

面の最表面はCrスピンが2次元的に強磁性配列する特殊な面であり、大きなHEBを得られる可能性

を持つ。本発表では、Co/Pt/ r面配向Cr2O3積層膜を作製し、磁化測定及びホール効果の測定による

結果を報告する。 

 

2. 結果・考察 

[Pt/Co]3/Pt/Cr2O3積層膜をDC-RFマグネトロンスパッタ

法を用いて作製した。[Pt/Co]3/Pt/r 面配向 Cr2O3積層膜に

(+H, ±E)を印加し 400K から 300K まで電場磁場冷却を行

った。+Hは 500mT で基板面に対して垂直方向とした。＋

Eは 1.1kV/cmで基板面に対して垂直方向、- Eは-1.1kV/cm

で垂直方向に対し、逆の方向とした。その後、磁化測定を

行った。結果を Fig.1 に示す。測定温度は 5K とし、電場

磁場冷却を(a) +H, +E (b) +H, -E の 2種類により測定した

結果となる。 (a)では 73Oe の HEB を確認した。(b)では

-220Oe の HEBを確認した。電場印加の方向の反転によっ

て、HEBのシフトの向きを反転させることができた。 
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Fig.1 Magnetic moment as a function of the 

magnetic field at 5K magnetic property of the 

multilayer was investigated by SQUID-VSM 

after MEFC 
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